
サブストレート型������������セルの開発

ハニカムテクスチャ�適切な周期と膜厚の関係により大幅な高���化・高効率化

モスアイフィルムによる反射損失低減可能⇒ ���������������������

���������� ����膜界面の反射防止効果の広帯域化

�����電極反射光の再取り込み（シャドウロス低減）

 ���界面へのバッファ層挿入⇒高���化・高��化

 ������層結晶化率・膜厚調整

世界最高となる発電効率���を実現

今後の取り組み

タンデム型・スーパーストレート型への展開

 ���������の結晶体積分率は製膜条件で制御可

 ���と�������のバランス調整 （����⇔ ���）

高���型に調整

光マネジメント技術の開発

薄膜 太陽電池の課題 – 高効率化 テクスチャ開発における課題

高���化・高��化技術の開発

結論
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高効率薄膜微結晶シリコン太陽電池の開発
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アモルファス��（������）電池の高光安定化

 光マネジメント（テクスチャ����）技術による高���化
 膜質・界面品質向上による高���化・高��化

微結晶��（������）電池の高電流化

a­Si:H
0.3m

c­Si:H
1.5m
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スーパーストレート型
���������太陽電池

1m

テクスチャ構造

光学中間層

反射層

光マネジメント

反射防止膜・構造

光学的最適化の例
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光学的最適解 デバイス最適解

光吸収×電荷輸送（膜質）

膜質×内蔵電界 膜質×抵抗

Eff. ��JSC× VOC× FF
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ハニカムテクスチャによる系統的検討
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高品質������成長の条件��P > t �H/P ������
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ハニカムテクスチャによる系統的検討[1­3]
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AR VOC
V

JSC
mA/cm2

FF Eff.
%

��� ������ �������� ������ ����
���� ����� 30.4 ���� ������ ����

���光入射媒質の屈折率���の変調による反
射防止効果を広帯域化

���金属電極で反射した光の再取り込み
⇔ ハニカムテクスチャとの相乗効果
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反射防止フィルムの適用
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Wilson, Opt. Acta
29 (1982) 993
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結晶分率少ない 多い
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 ���界面での再結合抑制
⇒�����������な�層の挿入 �低パワー密度、低水素希釈�
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ハニカム基板

i­p
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結晶化率の制御 界面制御
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% �������

���� ������� ��� ����� ����� ����� 10.69 ����������� [4]
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高効率セルの開発

世界最高効率11%
������単接合セル

謝辞

の皆様
（評価・標準チーム 菱川様、志村様、佐々木様）

の皆様
の関係者の皆様

高効率化
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